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MOTIVACAO E RESULTADOS

O Germanio € um material semicondutor que, se irradiado nas condi¢des certas,
torna-se poroso em proporgcdes nanométricas, aumentando sua area superficial
consideravelmente. Nas energias de implantagcao e fluéncia analisadas, nota-se
pouquissima porosidade. Ao tornar o filme policristalino por efeito de recozimento,
notou-se a formacao de cristalitos micrométricos.

METODOLOGIA

Filmes de Germanio amorfo foram depositados a temperatura ambiente por
sputtering. Algumas amostras foram submetidas a recozimento de 1000°C/1h a fim
de se realizarem os testes em amostras policristalinas. Apos isso, foram implantadas,
a temperatura ambiente, as amostras com ions de ouro nas energias de 3 e 16 MeV,
variando a fluéncia até 10'%/cm? para 3 MeV e 10'/cm? para 16 MeV.

Irradiagao induz desordem sem alterar a composicao Formacao de cristalitos apo6s recozimento

Irradiacao em filme amorfo

A analise RBS da amostra irradiada enfatiza
que as camadas do filme n&o apresentaram

A Difracdo de Raio-X (XRD) antes e depois da irradiacao
mostra que a tendéncia de organizacdao dos picos

caracteristicos do Germanio diminuiu. alteracao.
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Irradiacao em filme policristalino

A Difracdo de Raio-X (XRD) do filme recozido antes e depois da irradiacdo mostra que a organizacéao cristalina do
Germanio e seus O0xidos sumiu quase que completamente.
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Microscopia Eletrénica de Varredura das amostras

Spectrum 2
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